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Il. DATOS DEL PERSONAL ACADEMICO A CARGO DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP

21 COORD. DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP:

[ DRA. VIKTORIVNA TORCHYNSKA TETYANA ] CLAVE: 11712-EF-16/6

2.2 PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP: (MAXIMO 4)

[ DR. VICTOR CABRERA ARENAS ] CLAVE:
[ ) awes ]
[ ) e [
| e [
Il. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP
3.1  OBJETIVO GENERAL:
( )

Aprender los conocimientos generales para ser capaz de trabajar en el area de la tecnologia fotdnica y optoelectrénica.

3.2 COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE:
e N
El alumno que termina este curso con exito tendra conocimiento basico en funcion de dispositivos semiconductores y conocimiento

general en los principios procesos en electrénica que ayuda a los alumnos en futuro trabajar en areas diferentes como electronica,
cominicaciones, robotecnica, automatizacion, etc.
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33 TEMARIO:

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS

I. PANORAMA GENERAL SOBRE LA OPTOELECTRONICA Y MATERIALES OPTOELECTRONICOS.
1.1 Introduccidn 2
Il. BASE TEORICA

1.1 Fase tetragonal.

I1.1.1 Red cristalina de diamante.

II. 1.2 Red cristalina Zinc blenda

11.1.3 Red cristalina Wurtzite.

I1.2 Enlaces quimicos en fase tetragonal.

11.2.1 Red reciproca.

I1.2.2 Estrucutras de bandas de los semiconductores con red cristalina de diamante.

I1.3 Simetria de la estructura de bandas. 10
IIl. SEMICONDUCTORES CON METAL.

I1l.1 Diagrama de zona

I11.2 Emision termoeléctrica y diferencia de potencial.

111.3 Efectos Schottky.

I11.4 El valor de la barrera

I11.5 Corriente de difusion

I11.6 Corriente 6hmica.

111.7 Concentracion de portadores en equilibrio termodinamico.

I11.8 Fendmeno de transporte.

111.9 Comportamiento del semiconductor bajo un campo eléctrico alto. 10
IV UNIONES P-N (P-N JUNCTION)

IV.1 Homo unién p-n. Diagrama de energia de la unién p-n

IV.2 Heterounién p-n. Diagrama de energia de heterouniones.

IV.3 Caracteristicas de voltaje-corriente de uniones p-n.

IV.4 Inyeccion de portadores minoritarios.

IV.5 Capacidad de difusién de uniones p-n.

IV.6 Region de agotamiento.

V.7 Capacidad de carga de uniones p-n.

IV.8 Teoria de difusién del efecto de rectificacion.

IV.9 Teoria del diodo del efecto de rectificacion.

IV.10 Contacto éhmico.

IV.11 Influencia de la recombinacién de la unién p-n en polarizacion directa e inversa.

IV.12 Diodos y transistores. 20
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TEMAS Y SUBTEMAS HORAS

V. DISPOSITIVOS FOTOELECTRONICOS.

V.1 Fotorresistores.

V.1.1 Disefio de fotorresistores.

V.1.2 Fotosensitividad integral de fotorresistores.
V.1.3 Caracteristicas espectrales de fotorresistores.
V.2 Fotodiodos.

V.2.1 Fotosensitividad integral de fotodiodos.
V.2.2 Caracteristicas espectrales de fotodiodos.
V.2.3 Eficiencia de fotodiodos.

V.3 Celdas solares.

V.3.1 Celdas solares con homo unién p-n

V.3.2 Celdas solares con heterouniones p-n.
V.3.3 Celdas solares tandem.

V.3.4 Celdas solares para aplicaciones terrestres y espaciales.

V.4 Fototransistores.

V.5 Fotodiodos de efecto avalancha.

V.6 Fototransistores de efecto avalancha.
VI. DISPOSITIVOS EMISORES DE LUZ
VI.1 Electroluminiscencia.

VI.1.1 Inyeccién de portadores.

VI.1.2 Aceleracién de portadores e ionizacién de avalancha.

VI.2 Dispositivos de inyeccién emisores de luz

VI.2.1 Emisién espontanea y estimulada de uniones p-n.
VI.2.2 Diodos emisores de luz.

VI.2.3 Desempefio de LED.

VI.2.4 Estructuras LED avanzadas.

VI.2.5 Lasares de semiconductor.

VI.2.6 Principios béasicos de los diodos laser.

VI.2.7 Disefio de laser

V1.3 Moduladores 6épticos.

V1.4 Dispositivos electroluminiscentes.

VII. ESTRUCTURAS DE SEMICONDUCTORES AVANZADOS.

VII.1 Super redes cristalinas.

VI1.2 Estructuras con confinamiento cuéntico.
VIl.2.1 Pozos cuéanticos.

VII.2.2 Alambres cuénticos.

20

20
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3.5 PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACION A UTILIZAR:
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